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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование компетенций в области разработки базовых маршрутов создания 

элементов интегральной наноэлектроники 

Задачи:  

- маршруты изготовления наноразмерных КМОП СБИС; 

-ограничения уменьшения размеров элементов СБИС; 

-моделирование маршрута создания наноразмерной КМОП-структуры в среде TCAD 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, является элективной. 

Входные требования к дисциплине: знание основных этапов технологических маршрутов 

формирования элементов КМОП СБИС, основ технологии интегральных схем, принципы 

работы МОП-транзисторов. 

  

3.  Краткое содержание дисциплины 

 Преобразование наноразмерной КМОП-структуры для проведения приборного 

моделирования. Приборное моделирование наноразмерной КМОП-структуры. Расчет 

проходной ВАХ при низком и высоком напряжении сток-исток. Расчет семейства 

выходных ВАХ n- и p-канальных МОП-транзисторов с проектными нормами 90 нм и 

ниже. 
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